
신상품 속보

한차원 높은 대전류화 실현
1200V 400A / 600A 제품 라인업 추가 
제품 개요

낮은 인덕턴스, 저열 저항을 실현한 신개발 G Type 패키지 채용으로, 높은 정격전류 400A, 600A의 Full SiC 파워 

모듈을 라인업에 추가하였습니다. 이에 따라, 산업기기용 대용량 전원 및 대규모 태양광 발전, UPS 등의 대전력 

어플리케이션에 검토가 가능합니다. 

BSM400D12P3G002 / BSM600D12P3G001
11200V V 400A / 600A Full  Full SiC 파워 모듈C 파워 모듈

BSM080D12P2C008

BSM120D12P2C005

BSM180D12P3C007

BSM180D12P2E002

BSM300D12P2E001

BSM400D12P3G002

BSM600D12P3G001

품명
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인덕턴스
(nH)

패키지 서미스터 내부 회로도※

절대 최대 정격（Ta=25°C）
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※패키지 비교용으로 동일 사이즈 chip 사용 시의 결과 ※40μm 이하의 thermal grease 두께에서의 수치
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■  1200V 400A / 600A 대전류 타입 라인업 추가

■  대전류화에 대응하기 위한 새로운 패키지 개발

 G Type Package

독자적인 신규 단자 구조 채용 및 내부 레이아웃 최적화를 통해, 내부 인덕턴스를 저감하였습니다.

이에 따라, 스위칭 시 발생하는 서지를 억제하여 대전류 사양을 실현하였습니다.

냉각 기구에 대한 접합성을 향상시키기 위해, 독자적인 처리 

방법으로 패키지 방열면의 평탄성을 향상시켰습니다. 이에 따라, 

케이스와 Pin (고객 사용 냉각 기구) 간 열 저항이 저감되었습니다.

【스위칭 손실 vs. 서지 전압】
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【케이스 · Pin 간 열 저항】
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인덕턴스 : 13nH
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※Chopper 타입도 구비하고 있습니다. 자세한 사항은 영업으로 문의하여 주십시오.
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24% 스위칭 손실 저감

27% 서지 전압 저감


